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TRANSOPTOR CQ33BP

CQ33BP jest nowoczesnym transoptorem o dużej przekładni prą
dowej i wysokim napięćiu izolacji. Składa się z diody elektro
luminescencyjnej z GaASjsprzężonej optycznie z krzemowym foto
tranzystorem typu n—p—n# Jest wykonany w 6-wyprowadzeniowej 
obudowie typu DIL z tworzywa sztucznego. Znajduje zastosowanie 
w systemach automatyki sterowania i innyoh układaoh wymagają
cych galwanioznej separacji. t
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Rys. 1. Układ wyprowa
dzeń transoptora CQ33BP

Rys. 2. Obudowa transoptora CQ33BP

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE /‘amb = 25°c/
Prąd wej ściowy
Napięcie wsteczne na wejściu
Moc strat DEL
Napięcie Icoloktor-emiter
Napięcie kolektor-baza
Napięcie einiter-baza
Moc strat detektora
Całkowita moc strat w transoptor/e
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Napięcie wejście-wyjśc i e  ~ 2 , .  !<\

Zakres temperatury otoczenia t)
w ozasie pracy -40... f ‘Sr. COZakres temperatury przechowywania - 4 0 . . . I - 7 0  r

PARAMETRY CHARAKTERY ST Y( .,NE A amb ~ 25°C/
Na z wa Symbol Jedn. Wartość W a i km!’, i

parametru nu n. typ. max. pomi« im

Napięcie
przewodzenia
DEL UP V - 1,3 . 1-, 6 5 1 | r* \

Napięcie 
przebicia DEL UBR V 4 20 - ł!l 1(H‘ i*’-'
Prąd wsteczny
DEL *R <uA - ’ 0,03 10 Uu = 3 V

Prąd zerowy 
kolektora ICE0 nA •m 5 100 U . = 30 V 

1 0

Przekładnia *0 % 70 120 U,Mi, = 5 V
prądowa JI

L Ij,
I(1 = 10 wA

Czas narastania 
i opadania 
impulsu 
wyj ściowego tr»tf p s - 3 5 Ij = 10 inA

uoc - 5 V h , loonJ i
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